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В работе представлено влияние параметров периодических плазмонных полосковых структур на поляризационную восприимчивость фототранзистора на базе монослойной пленки графеноподобного полупроводника MoS2. 
Графеноподобные двумерные структуры являются перспективными материалами для наноэлектроники благодаря своим физическим свойствам [1]. Самые перспективные материалы такого класса – это дихалькогениды переходных металлов (ДПМ). На основе подобных материалов с каждым годом создается все больше различных устройств фотоники [2, 3]. Недостатком графеноподобных материалов является их малое оптическое поглощение [4], что может быть компенсировано созданием упорядоченных металлических плазмонных структур на поверхности пленки полупроводника. 
Помимо этого, подобные плазмонные структуры могут обладать высокой чувствительностью (селективностью) к оптической поляризации. Так в ряде работ недавно были продемонстрированы поляризационно чувствительные датчики на основе ДПМ и плазмонных упорядоченных структур [5, 6].
B данной работе нами приведены экспериментальные результаты исследования поляризационной селективности периодической плазмонной структуры из нанополосок золота Au на двумерном полупроводнике MoS2. Пленка ДПМ была создана методом химического осаждения из газовой фазы, а плазмонные структуры методом электронно-лучевой литографии. Процент заполнения полупроводникового канала фототранзистора полосковыми наноструктурами из золота Au варьировался от 20 до 50 %. Период плазмонных структур ровнялся 200 и 800 нм.
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На рисунке 1 представлены экспериментальные результаты исследования поляризационнной чувствительности (отношения фототоков, индуцированных двумя ортогональными поляризациями света) плазмонных структур с периодом равным 200 нм. Из полученных результатов можно сделать вывод, что поляризационную селективность пленки ДПМ можно увеличить более чем на 20 процентов, варьируя параметры периодический плазмонной структуры.
Работа выполнена при поддержке РТУ МИРЭА (грант "Для молодых ученых" НИЧ‑55 «Поляризационно-чувствительные оптические детекторы на основе двумерных полупроводников»).
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Рис.2. ЭМ фотография структуры с отмеченными направлениями поляризации света 





Рис.1. Зависимость коэффициента селективности от процента заполнения золотом








